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(57) Anotace:
Material rozpragovaci elektrody obsahuje slitinovy systém
obsahujici Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,-C, kde C je obsaZzen
v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvyse 20 atomdrnich procent; M je
obsaZen v mnoZstvi ngjméné 0,5 a nejvyse 20 atomarnich
procent a je to prvek vybrany ze skupiny sestdvajici z Ti, V,
Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M, je obsaZen v mnoZstvi nejméné
0,5 a nejvyse 20 atomarnich procent a je to prvek vybrany ze
skupiny sestavajici z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf, Taa W, a M, je
obsazen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvyse 10 atomarnich
procent a je to prvek vybrany ze skupiny sestdvajici z Li, Mg,
Al, Sc, Mn, Y a Te. Je popsano rovndZ magnetické zdznamové
médium obsahujici substrét a alespoii podkladovou vrstvu
obsahujici popsany material rozpraovaci elektrody.



Slitinové kompozice pro rozpraSovaci elektrody obsahujici

uhlik

Oblast techniky'

[0001] Tento vyndlez se tyka obecné rozpraéo?écich elektrod,
konkrétnéji ‘zplsobu vyroby slitinovych materidldt na Dbazi
chromu obsahujicich uhlik, které podporuji priznivy epitaxni
rist magnetickych krystalickych ploch v magnetickych filmech

na bazi slitin kobaltu.

Dosavadni stav techniky

[0002] K vytvateni velmi tenkych povlaki, ktéré maji pfesné
fizenou tloudtku a atomicky hladky povrch, je v rlznych
oblastech techniky velmi rozSifen proces rozpraSovani. PouZiva
se naptiklad k povlékani polovodic¢d a/nebo k vytvar¥eni tenkych
vrstev na povrchu magnetickych médii pro zdaznam dat. Bé&hem
vyroby magnetickych zdznamovych médii zndmych 2z dosavadniho
stava techniky se na substrat postupné naprasuji vrstvy
tenkych filmd pomoci vétSiho podtu rozpra3ovacich elektrod,
pri¢emZ kaZdd tato rozpraSovaci elektroda je tvofena ruznym
materidlem, &imZ se dosdhne naneseni ,vrstvy” tenkych filma.
Obradzek 1 predstavuje typickou vrstvu tenkych filmd pro
magneticka zdznamova média znamou z dosavadniho stavu
techniky. Podkladem pro tuto vrstvu je nemagneticky substrat
101, kterym je typicky hlinik nebo sklo. Vrstva 102
zarodeénych krystald, tj. prvni nanesend vrstva, vét3inou
udéluje tvar a orientaci struktufe zrn vy35ich vrstev a Jje
b&Zné& tvofena NiP nebo NiAl. DAale je nanesena nemagneticka
podkladovad vrstva 104, kterd c¢asto =zahrnuje jednu aZz t¥i
samostatné vrstvy, pric¢emZ touto podkladovou vrstvou vétSinou
byva slitina na bazi chromu, jako Jje CrMo nebo CrTi. Nad
podkladovou vrstvou 104 je vytvofena mezivrstva 105, ktera

zahrnuje jednu nebo dvé oddélené vrstvy, prficemZz tato




mezivrstva 105 je na bazi kobaltu a je mirn& magneticka. Na
horni strané mezivrstvy 105 Jje nanesena kryci vrstva 106,
kterd je magnetickd a miZe =zahrnovat dvé nebo t¥i odd&lené
vrstvy, a na kryci vrstvé 106 Jje vytvofena vrstva 10

uhlikového lubrikantu.

IOOOB] MnoZstvi dat na Jjednotku plochy, které miZe byt
v magnetickém zaznamovém médiu uloZeno, Jje nepfimo um&rné
velikosti zrn kryci vrstvy. K vy83i kapacité ukladani dat
pfispivd rovnéZ segregace hranic zrn malych p#idavkd prvka.
Velikost zrn a rovnomérnd segregace hranic zrn kryci vrstvy
mohou byt ovlivnény vlastnostmi dfive naneseného tenkého filmu

vrstvy a obzvlasté vlastnostmi podkladové vrstvy.

[0004] Jednou metodou pouZitelnou pro podporovani Zadoucich
mikrostruktur ve vrstvé tenkého filmu na bazi magnetické
slitiny, Je naptiklad volba pouZiti slitin podkladovych
vrstev. Podkladové vrstvy obsahujici chrom wvykazuji tendenci
podporovat epitaxni rust magnetickych krystalickych ploch v
magnetickych filmech na bézi kobaltu. Podkladové vrstvy
obsahujici chrom navic podporuji jemnou strukturu zrn, ktera
sniZuje 3Sum médii u aplikaci na bézi magnetickych filma.
Slitiny podkladovych vrstev obecné mohou byt popsany jako
slitinové systémy Cr-X-Y. Prvek X predstavuje prvky s velkymi
atomy, Jjako naptfiklad Mo, Ta nebo W, které expanduji m¥iZku
chromové slitiny. Prvek Y pfedstavuje prvky s mensimi atomy,
jako je bor, B, ktery md tendenci k vylucovani do hranic zrn a
plsobi tak jako inhibitor ristu zrn nebo k inhibici rdstu zrn

ptispiva.

[0005] RozpraSovaci elektrody vyrobené ze zpevnénych materidlt
ze smési pradkdt obsahujicich prasSek grafitu v elementarni
formé& jsou nachylné k vytvareni c¢astic, k némuz dochdzi p¥i

odprasdovani béhem rozpraSovaciho procesu. PouZiti grafitového
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prasku pt¥i pripravé materidlu rozpradovaci elektrody vede
rovnéZ k nepriznivému rozloZeni uhliku v celé elektrod&. Proto
postupy vyroby chromovych slitin obsahujicich uhlik znamé
z dosavadniho stavu techniky sniZuji pouZitelnost té&chto
slitin jako materidl rozpra3ovaci elektrody a tlumi vSechny
pfizni&é vlastnosti téchto slitin, vyplyvajici =z epitaxniho
rustu, kterych miZe byt dosaZeno v magnetickych z&znamovych

vrstvdch na bazi kobaltovych slitin.

[0006] Je wvysoce Zadouci vytvorit materidl rozpraSovaci
elektrody na bazi chromu obsahujici uhlik, aby se podpof¥il
optimdlni epitaxni rast preferovanych magnetickych
krystalickych ploch ve filmech kobaltovych slitin magnetického
zdznamového média. Konkrétné je zadouci vytvorit
stechiometricky pfiznivé karbidové slouceniny nebo hlavni
slitiny obsahujici uhlik, aby se dosdhlo optimalniho rozloZeni
uhliku v celé rozprasovaci elektrodé a rozprasovadni do tenkych
filmd s optimdlni epitaxni vhodnosti pro magnetickou vrstvu na

bazi kobaltu.

Podstata vyndlezu

[0007] Tento vynalez *tesi vy3e uvedené problémy vytvorenim
zplisobu vyroby materidlu rozpraSovaci elektrody na principu
praskové metalurgie pro napradeni podkladové vrstvy
magnetického z4znamového média, pfic¢emz tato rozpraSovaci
elektroda Jje tvofena kompozici na bdzi chromové slitiny
obsahujici uhlik, kterd zpasobi epitaxni rGst p¥riznivy pro
.optimalni shodnost s vrstvou tenkého filmu na bazi kobaltové

slitiny.

[0008] Jednim predmétem tohoto vynalezu je materidl
rozpraSovaci elektrody. Tento materidl rozpraSovaci elektrody
ma slitinovy systém obsahujici Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,-C,

kde C Jje obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20




atomarnich procent; M je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a
nejvyse 20 atomarnich procent a je to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z Ti, VvV, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je obsaZen
v mnoZstvi nejméné& 0,5 a nejvySe 20 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf,
Ta a W, a My je obsaZen v mnoZstvi nejméné& 0,5 a nejvySe 10
atomarnich procent a je to prvek vybrany ze skupiny

sestavajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te.

[0009] DalSim predmétem vyndlezu je magnetické zaznamové
médium. Toto magnetické =zaznamové médium obsahuje substrat a
alesponn néjakou podkladovou vrstvou. Tato podkladovad vrstva ma
slitinovy systém obsahujici Cr-C, Cr-M-C, a Cr-M;-M,-C, kde C
je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20 atomarnich
procent; M je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvyde 20
~atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z Ti, VvV, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je obsaZen
v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 20 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Ti, VvV, Zr, Nb, Mo, Hf,
Ta a W, a M, je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvyse 10
atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny

sestavajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te.

[0010] Dalsim pfedmétem vyndlezu je zplsob vyroby materialu
rozpradSovaci elektrody. Tento zpasob zahrnuje: (a) vybér
praskovych materidld z prvkdh nebo kombinace prvkd pro
slitinovy systém obsahujici Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,-C, kde
C je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20 atomarnich
procent; M dje obsaZen v mnoZzstvi nejméné 0,5 a nejvyse 20
atomadrnich procent a je to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici =z Ti, Vv, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je obsaZen
v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Ti, V, Zr, Nb, Mo, HE,

Ta a W, a My Jje obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 10




atomarnich procent a je to prvek vybrany =ze skupiny
sestavajici =z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Tc, a pric¢emzZ tyto
praskové materialy jsou vybrany tak, aby duroved <J&istoty,
sitova velikost zrn a morfologie ¢&astic dosahovaly alespoti
takovych  hodnot, které jsou pro materidl rozpradovaci
elektrody uc¢inné; (b) smichani vybranych praskovych materidla
z prvkd, nebo jejich kombinaci tak, aby vznikl nezpevnény
preparat pro slitinovy systém, a (c) zhuStovani nezpevné&ného
preparadtu za vzniku materidlu rozprasovaci elektrody. Praikové
materidly obsahujici kombinace prvka mohou zahrnovat chromovou
slitinu jako je karbid chromu. Préskové materidly obsahujici
kombinace prvkt mohou zahrnovat rovnéZ hlavni slitinu
obsahujici karbid nebo uhlik. Hlavnimi slitinami obsahujicimi
karbidy nebo uhlik mohou byt nap¥iklad Ti-C, V-C, Y-C, Zr-C,
Nb-C, Mo-C, Hf-C, Ta-C, W-C, Li~C, Mg-C, Al-C, Sc-C, Mn-C, Y-C
a Te-C.

[0011}] V nasledujicim popisu ptrikladnych provedeni Jjsou
uvedeny odkazy na pripojené obrazky, které tvori soucést
tohoto popisu a na nichZ jsou nézorné zobrazena konkrétni
uspofddani, podle nichZ lze vynadlez provést. Ptriklady je tieba
chéapat tak, Ze lze pouzit i Jjind& provedeni a provést jejich
zmény, aniZ by do3lo k odchyleni se od rozsahu tohoto

vynalezu.

Prehled obrazkl na vykresech

[0012] Vynalez je da&le popsan s pouzZitim obrazkd, pficemZ na
vSiech obrazcich jsou pro odpovidajici ¢&asti pouZity stejné
vztahové znalky:
Obrazek 1 zndazoriiuje typickou vrstvu tenkych £filmd pro
magneticka zAznamova média zndmd z dosavadniho stavu techniky;
Obrazek 2 znazornuje vrstvu tenkych filml podle jednoho
provedeni tohoto vyndlezu; ;

Obrazek 3 zndzornuje tadkovaci elektronovy mikrosnimek




(SEM) prifezu ¢astic predslitinové kombinace prvki

)y

o

odpovidajici Cr-14C, uvedeno v atomArnich procentech (at.
pofizeny v reZimu zpé&tného rozptylu obrazu.

Obrazek 4 znazornuje SEM mikrosnimek  ilustrujici
rozloZeni karbidové fize ve slitin& Cr-C ziskané zpevnénim
praskové smési Cr a Cr,C, a

Obrazek 5 zndzoriuje SEM mikrosnimek ilustrujici
rozloZeni karbidové fize ve slitiné Cr-Mo-C ziskané zpevné&nim

praskové smési Cr, Mo a Mo,C.

Podrobny popis pf¥ikladl provedeni

[0013] Tento vyndlez vytvadfi zvySenou schopnost magnetického
zdznamového média ukladat data, a to vyrobenim materidlu
rozprasSovaci elektrody na bazi chromové slitiny obsahujici
uhlik ze surovin jednotlivych prvkd, karbidd nebo z hlavnich
slitin obsahujicich wuhlik. Cilem je dosdhnout optimdlniho
epitaxniho riGstu v napra3ené podkladové vrstvé a epitaxni
shodnosti s na ni napra3enou magnetickou vrstvou tenkého

filmu.

[0014] Aplikaci postupl présSkové metalurgie na vyrobu
materiall rozpra$ovacich elektrod majicich slitinové systémy
reprezentované vzorcem Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,-C se doséhne
vét3i univerzalnosti pouZiti Siroké 35kaly slitinovych systémi
obsahujicich uhlik. Vyroba materidld rozprasSovacich elektrod
podle vyndlezu vyuZivad praskového preparatu z jednotliwvych
prvkt, hlavni slitiny obsahujici karbidy nebo uhlik a déale
obsahujici prvky patfici do skupin II-A aZ VIIA a skupin I-B
az IV-B periodické tabulky. Zpusob vyroby podle vyndlezu
vytvari Gc¢inné prostfedky pro vyrobu slitin obsahujicich
uhlik, u nichZ rozloZeni ¢&&astic obsahujicich uhlik mlZe byt
optimalizovano prosttednictvim volby pfiznivé stechiometrie
jednotlivych prvkl, karbidd nebo prisad hlavni slitiny stejné

jako prosttednictvim volby rozloZeni velikosti téchto c&astic.




Dalsim pfinosem pouZiti elementdrnich préskovych materiald,
karbidd nebo hlavnich slitin spi%e neZ &istého kovu, grafitu
nebo obou je, Ze se sniZi tvorba d¢astic béhem rozpraSovani

v disledku eroze a odpra3ovani.

[0015] Podle jednoho provedeni vynalez vytvari material
rozprasovaci elektrody. Tento materidl rozpraSovaci elektrody
zahrnuje slitinovy systém obsahujici Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-
M-C, kde C Jje obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvyde 20
atomarnich procent; M je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a
nejvySe 20 atomarnich procent a je to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z Ti, VvV, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je obsaZen
v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20 atomarnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavajici =z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf,
Ta a W, a M, je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 10
atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici =z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te. Tento material
rozpradSovaci elektrody miZe byt vyroben zhuitovanim pradkové
smési slitinového'systému, jak je popsédno dale. Zhustovacimi
procesy mohou byt napfiklad procesy Jjako Jje izostatické
lisovani za tepla (HIP) ; jiné vysokotlaké procesy,
vysokoteplotni  procesy; lisovani  préadku za studena a
sintrovani a jiné metody bez pouZiti tlaku, stejné& jako dalsi

postupy dobfe znamé odbornikiim v oboru praskova metalurgie.

[0016] Materidl rozpradovaci elektrody podle vynalezu miZe
zahrnovat napfiklad jakoukoliv kombinaci atomarnich procent
uhliku, C, a prvka skupin II-A aZ VII-A a skupin 1-B aZz IV-B
periodické tabulky, jak bylo definovdno vySe. Material
rozprasSovaci elektrody miZe mit rozmezi obsahu slouleniny
uhliku od nejméné 0,5 do nejvy3e 20 atomdrnich procent. Jina
provedeni zahrnuji slouceninu uhliku uvnit? materialu
rozpraSovaci elektrody v rozmezi od nejméné 1,0 do nejvy3e 10

atomarnich procent. Dal3i provedeni =zahrnuji uhlik v rozmezi




od nejméné& 1,5 do nejvySe 8 atomarnich procent. Pfikladna
provedeni materidll rozpradovacich elektrod majicich slitinovy
systém Cr-M-C, kde uhlik je ptritomen v mnoZstvi 2-6 atomarnich
procent, zahrnuji Cr-20M-6C, Cr-20M-2C, Cr-6M-4C, Cr-20M-4C a
Cr-6M-2C, kde ¢isla odpovidaji atomdrnim procentim p#isludného
prvku Ve slitiné. V3echna atomdrni procenta spadajici do vy3e
uvedenych prikladnych rozmezi mohou byt pouZita rovnéZz v
materidlu rozpraSovaci elektrody podle vynalezu. Odbornikim v
oboru Jje ztejmé, Ze vybér a vyroba materidlu rozpradovaci
elektrody majiciho konkrétni atomdrni procenta spadajici do
vy8e uvedenych rozmezi mohou byt provedeny za pouziti zde

popsanych zplsobll podle vyndlezu.

[0017] Materidly rozpraSovacich elektrod podle vyndlezu
obsdhnou rovnéZ kompozici prvkad skupin II-A aZ VII-A a skupin
I-B aZz IV-B. V z4avislosti na vzniklém slitinovém systému tyto
prvky zahrnuji M, ktery mtGZe byt vybran z prvka Ti, VvV, Y, Zr,
Nb, Mo, Hf, Ta a W, nebo M;, ktery miZe byt vybran z prvkd Ti,
V, Zr, Nb, Mo, Hf< Ta a W, a My, ktery miZe byt vybran z prvka
Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te. U nékterych provedeni, jako
napriklad kdyZ M nebo M; je Ti, mlZe byt jejich zastoupeni
nejméné 10 a nejvySe 50 dtomdrnich procent. Jind pfikladna
provedeni materidll rozpraSovacich elektrod majicich slitinovy
systém Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,-C zahrnuji Cr-4C, Cr-15W-5C,
Cr-20Mo-2Ti~2C a Cr~20Mo-2Ta-2C.

[0018] Pokud se tyka slitinového systému Cr-M-C, materidal
rozpradovaci elektrody miZe mit zastoupeni M v rozmezi od
nejméné 0,5 do nejvy3e 20 atomdrnich procent. Jind provedeni
zahrnuji =zastoupeni M v materidlu rozpra3ovaci elektrody
v rozmezi od nejméné 1,0 do nejvy3e 10 atomdrnich procent.
Dalsi provedeni zahrnuji M v rozmezi od nejméné 1,5 do nejvyS3e
8 atomarnich procent. Prikladné provedeni materidla

rozpra3ovacich elektrod, kde M je Mo, atomdrni zastoupeni Mo




LX 2]
L d
L
*
260950048

spada do rozmezi 6-20 atomdrnich procent a p¥iklady zahrnuji
Cr-20M-6C, Cr-20M-2C, Cr-6M-4C, Cr-20M-4C a Cr-6M-2C, pticemz
C¢isla odpovidaji atomdrnim procentlm pf#islu3ného prvku ve
slitin&. Pokud se tykd procentuadlniho =zastoupeni uhliku
popsaného vy5e, materidly rozpra3ovacich elektrod majici
vSechna atomdrni procenta M v té&chto ptfikladnych rozmezich

mohou byt rovnéZ vyrobeny za pouzZiti zplsobli podle vyndlezu.

[0019] Materialy rozpraSovacich elektrod pro slitinovy systém
Cr-M;-M;-C mohou mit zastoupeni M; v rozmezi od nejméné& 0,5 do
nejvyse 20 atomarnich procent. Jind provedeni zahrnuji
zastoupeni M; v materidlu rozpraSovaci elektrody v rozmezi od
nejméné 1,0 do nejvySe 10 atomdrnich procent. Dal3i provedeni
zahrnuji M; v rozmezi od nejméné 1,5 do nejvySe 8 atomdrnich
procent. Slitinovy systém miZe mit zastoupeni M, v rozmezi od
nejméné 0,5 do nejvySe 10 atomldrnich procent. Jind provedeni
zahrnuji zastoupeni M, v rozmezi od nejméné 1,0 do nejvy3e 4,0
atomdrnich procent. Dal3i provedeni zahrnuji M, v rozmezi od
nejméné 1,5 do nejvy3e 3,5 atomadrnich procent. Prikladna
provedeni materidll rozpra3ovacich elektrod, kde bud M; nebo
M2 ije Mo, spadd atomarni =zastoupeni Mo do rozmezi 6-20
atomdrnich procent. Pokud se tyka procentudlniho zastoupeni
uhliku popsaného vySe, materidly rozpra3ovacich elektrod
majici vSechna atomdrni procenta M; nebo M, stejn& jako
véechny moZné kombinace a permutace téchto procentudlnich
zastoupeni ve vysSe uvedenych pfrikladnych rozmezich mohou byt

vyrobeny za pouZiti zpasobl podle vynalezu.

[0020] Materidly rozpra$ovacich elektrod obsahujici slitinovy
systém podle vyndlezu budou mit zastoupeni chromu tvofici
zbytek slitiny do 100 atomé&rnich procent. Pokud se tyka
‘'slitinového systému Cr-C, bude obsah chromu odpovidat 100
atomdrnim procentim minus atomdrni procenta C obsaZeného ve

slitinovém systému. Cr tak mlZe byt v materidlu rozpra3ovaci
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elektrody obsahujicim slitinovy systém Cr-C zastoupen
v rozmezi od 80 do 99,5 atomdrnich procent. Material
rozprasovaci elektrody majici slitinovy systém Cr-M-C bude mit
obsah chromu odpovidajici 100 atom&rnim procentlm minus soudet
atomarnich procent M a C obsaZenych ve slitinovém systému.
V tomto slitinovém systému mlZe obsah Cr v materidlu
rozpraSovaci elektrody spadat do rozmezi 60 aZ 99 atomarnich
procent. Napfiklad slitinovy systém Cr-M-C sestavajici z Cr-
6Mo-2C bude mit obsah chromu rovny 92 atomarnich procent.
Podobné materidl rozpraSovaci elektrody majici slitinovy
systém Cr—M;-M;-C bude mit obsah chromu odpovidajici 100
atomdrnim procentlim minus atomdrni procenta soudtu M;, M, a C
obsaZenych ve slitinovém systému. Napfiklad v materialu
rozpraSovaci elektrody majicim slitinovy systém Cr-M;-M,-C
podle vyndlezu miZe mit Cr obsah v rozmezi 50 aZ 98,5
atomarnich procent. V nékterych zvlastnich p¥ipadech miZe byt
vyhodné zvy8it mnoZstvi C, M, M; nebo M, na vice atomdrnich
procent, neZ je rozmezi definované vySe. V takovych pF¥ipadech
bude obsah chromu ve vysledném materidlu rozpraSovaci
elektrody odpovidajicim zplsobem sniZen tak, aby tvo¥il zbytek

slitinového systému do 100 atomarnich procent.

[0021] Odbornikim v oboru bude zfejmé, Ze na zadklad& popsanych
instrukci a ndvodu miZe byt vyroben materidl rozpraSovaci
elektrody se v3emi moZnymi permutacemi a kombinacemi prvké Cr,
M, M;, M; a C pro jakykoliv ze slitinovych systéma Cr-C, Cr-M-C
nebo Cr-M;~M,-C. Vybé&r slitinového systému, atomadrniho obsahu
kazdého prvku a volba prvku, ktery mad byt pouZit jako M, M;
nebo M,, mohou byt provedeny napf¥iklad na zdkladé zamy3leného
pouziti materidlu rozpra3ovaci elektrody. VSechny zde popsané
slitinové systémy podporuji priznivy epitaxni rast a jeho
‘vhodnost pro magnetick&d zaznamova média. Navic slitinovy
systém, elementdrni sloZeni a/nebo atomadrni sloZeni vybraného

slitinového systému podle vyndlezu 1lze ménit tak, aby se
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optimalizovala epitaxni shodnost pro pouZiti s raznymi
magnetickymi zaznamovymi médii. P¥iprava a testovani rtznych
sloZeni slitinového systému podle vyndlezu pro jejich

optimalizaci jsou odbornikim v oboru dobfe znamé.

[0022] Vynadlez vytvafi rovnéZ prepardt pro rozpradovaci
elektrodu. Tento prepardt pro rozpra3ovaci elektrodu zahrnuje
praSkovou smés materidld z prvkad nebo jejich kombinaci pro
slitinovy systém obsahujici Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,~C, kde
C je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 20 atomarnich
procent; M je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvyse 20
atomdrnich procent a Jje to prvek vybrany =ze skupiny
sestavajici z Ti, V, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je obsaZen
v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 20 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sesté&vajici z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf,
Ta a W, a My, je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvysSe 10
atomdrnich procent a Jje to prvek vybrany =ze skupiny
sestdvajici =z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te, a pricemZ tyto
praskové materidly Jjsou vybrany tak, aby uroven <&istoty,
sitova velikost zrn a morfologie <castic dosahovaly alespon
takovych hodnot, které Jjsou pro materidl rozpraSovaci

elektrody ac¢inné.

[0023] Preparaty pro rozpraSovaci elektrody podle vynalezu
sest4dvaji =z praskovych smési surovin prvk pouZivanych pro
vyrobu materidlu rozpra3ovaci elektrody podle vyndlezu. Tyto
suroviny prvkad se vyberou, 3jak Jje popsdno niZe, a pfed
zpeviiovanim pomoci zhustovani se smichaji do nezpevnéné smési.
Tyto preparaty proto obsahuji nezpevnénou praskovou smés
prvkd, u niZz atomdrni =zastoupeni odpovidd nékterému =ze
slitinovych systéml popsanych vySe pro materidl rozpra3ovaci
‘elektrody podle vynadlezu. Tyto preparaty mohou rovnéz
zahrnovat nezpevnénou préa3kovou smés materidl®, kde jeden nebo

vice téchto materidld odpovidd kombinaci prvkd slitinovych
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systémli podle vynalezu.

[0024] Podobné mohou byt v prepardtu pro rozpra3ovaci
elektrodu podle vyndlezu zahrnuty dva nebo vice praskové
materidly rovnéZ odpovidajici kombinacim prvkd. Kombinace
prvkli mohou zahrnovat napfiklad stechiometricky p#iznivé
agregace dvou nebo vice prvkli vybranych z Cr, M, M;, M,

nebo C.

[0025] SloZzky preparatl pro rozprasSovaci elektrody
odpovidajici praskovym materidlum prvkd zahrnuji napfiklad Cr,
C, M, kde M je vybran z Ti, V, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W, M,
kde M; je vybrén z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W, a My, kde M,
je vybrén z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te. Tyto sloZky preparéatu
mohou byt ve formé surovych materidld odpovidajicich
- jednotlivému prvku. Alternativné mohou byt sloZky pritomny ve
formé& kombinace vySe uvedenych prvk. Kombinace prvkl miZe byt
jakakoliv bindrni sloucenina nebo sloudenina vy33iho F#adu a
zahrnuje napfiklad néjakou slitinu, hlavni slitinu nebo
karbid. Konkrétnimi pfiklady préaskovych materidld z kombinace
prvkd Jjsou naptriklad chromové slitiny nebo hlavni slitinu
obsahujici uhlik. Konkrétnimi karbidy mohou byt Cr-C, Ti-C, V-
¢, Yy-¢, Zr-C, Nb-C, Mo-C, Hf-C, Ta~C, W-C, Li-C, Mg-C, Al-C,
Sc~-C, Mn-C, Y-C nebo Te-C, majici stechiometrii dob¥e znamou

z dosavadniho stavu techniky.

[0026] Preparaty pro rozpra3ovaci elektrody mohou Dbyt
namichany tak, aby obsahovaly 3Siroké spektrum sloZkovych
prad3kovych materidlt z prvkd nebo jejich kombinaci. Napfiklad
préds8kové materidly pro kaZdy individudlni prvek se vyberou a
smichaji v danych atomdrnich =zastoupenich, které odpovidaji
‘jednomu nebo vice slitinovym systémim popsanym vy3e, za vzniku
nezpevnéného preparatu. Alternativné miZe byt prepardt pro

rozpraSovaci elektrodu namichan Zz jednoho nebo vice
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individualnich prvkd a =z jednoho nebo vice materialt
odpovidajicich kombinaci prvka, jako je karbid, n&jaka urcéita
slitina nebo hlavni slitina. Tato urcitd slitina nebo hlavni
slitina miZe pf¥idavné obsahovat uhlik. Navic miZe byt preparat
pro rozpra3ovaci elektrodu namichan rovnéZ ze dvou nebo vice
materiélﬁ odpovidajicich kombinaci prvkl, které charakterizuji
slitinovy systém podle vyndlezu. Tyto pra3kové materidly
z prvkli odpovidajici sloZkd&m prepardtu pro rozpraSovaci
elektrodu se mohou tak dlouho ménit, dokud vysledny preparat
neobsahuje takové sloZkové prvky a takové jejich atomarni
obsahy, které charakterizuji slitinovy systém podle wvynalezu.
Zplsob vybéru a michani za vzniku preparatu lze provést tak,
jak je popsano niZe, nebo podle zplsobl dobfe znamych z nauky
o materidlech. Z vysledného prepardtu pro rozpraSovaci

elektrodu se rozprasovaci elektroda mlzZe vytvorit zhusténim.

[0027] Vynalez dale vytvari magnetické zaznamové médium. Toto
magnetické zdznamové médium obsahuje substrdt a alesporil
néjakou podkladovou vrstvu. Podkladovd vrstva magnetického
zdznamového média zahrnuje slitinovy systém obsahujici Cr-C,
Cr-M-C, a Cr-M;-M;~C, kde C je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5
a nejvySe 20 atomarnich procent; M je obsaZen v mnozZstvi
nejméné 0,5 a nejvy3e 20 atomdrnich procent a je to prvek
vybrany ze skupiny sestéavajici z Ti, VvV, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta
a W; M; je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 20
atomdrnich procent a je to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z Ti, VvV, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W, a M, je obsaZen
v mnozstvi nejméné 0,5 a nejvySe 10 atomdrnich procent a je
to prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn,

Y a Te.

-[0028] Materidl rozpraSovaci elektrody vyrobeny metodami
praskové metalurgie podle vynalezu mizZe byt pouzit

k napradovdni na substrat za uGcelem vyroby vrstvy tenkého
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filmu tvorené slitinovym systémem pro zvolenou rozpraSovaci
elektrodu. Pfikladnd vrstva tenkého filmu, kterad miZe byt
vyrobena za pouZiti rozpraSovacich elektrod podle vynalezu je
podkladovd vrstva magnetického zédznamového média. Podkladové
vrstvy tvofené slitinovym systémem podle vynalezu
reprezentovanym vzorcem Cr-C, CrM-C nebo Cr-M;~M;—-C podporuji
pfiznivy epitaxni rGst magnetickych krystalickych ploch
v tenkych filmech kryci vrstvy na bazi slitin kobaltu. Proto
mohou byt z materidlu rozpraSovaci elektrody vyrobeny
rozpradovaci elektrody podle vyndlezu a tyto elektrody pouZity
k naprdSeni ruznych podkladovych vrstev tenkych filmd pro
vyrobu rlznych magnetickych zaznamovych médii pouZitelnych u

Siroké 3kaly aplikaci.

[0029] Obrazek 2 znazoriiuje vrstvu tenkych filmd magnetického
zdznamového média podle jednoho provedeni tohoto vynalezu.
Magnetické zaznamové médium zahrnuje substradt a alesporl jednu
podkladovou vrstvu vytvofenou na substriatu, pf#ic¢emz tato
podkladova vrstva’zahrnuje slitinovy systém obsahujici Cr-C,
Cr-M-C, a Cr-M;-M,~C, kde C je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5
a nejvy8e 20 atoma&rnich procent; M je obsaZen v mnoZstvi
nejméné 0,5 a nejvy3e 20 atomdrnich procent a je to prvek
vybrany ze skupiny sestavajici z Ti, Vv, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta
a W; M; Jje obsaZen v mnozstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20
atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W, a M; je obsaZen v
mnozstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 10 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a
Te. Magnetické zaznamové médium mhZe rovnéZ zahrnovat
napfiklad alespoii jednu mezivrstvu vytvofenou na podkladové
vrstvé. Mezivrstva miZe sestdvat napfiklad ze slitiny na bazi
‘Co. Magnetické =zaznamové médium miZe pridavné zahrnovat
napt¥iklad alespoil jednu kryci vrstvu vytvorenou na mezivrstvé.

Tato kryci vrstva miZe podobné sestdvat ze slitiny na bazi Co.
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[0030] Vrstva tenkych filml magnetického zaznamového média 400
miZe napriklad zahrnovat substrat 401, kterym je obecné& hlinik
nebo sklo. Na substratu 401 miZe byt vytvofena vrstva 402
zarodeC¢nych krystall, pricemZ tato vrstva 402 =zarode&nych
krystalﬁ udava tvar a orientaci struktury zrn postupné&

uloZenych vrstev tenkych filmi. Obecné plati, Ze vrstva 402

G

zdrodednych krystald miZe sestavat =z NiP nebo NiAl.
alternativniho provedeni tohoto vyndlezu miZe byt vrstva 402

zdrodecé¢nych krystallti vynechéna.

[0031] Na vrstvé 402 zarode¢nych krystald, nebo na substritu
401, kdyZz je vrstva 402 zarode¢nych krystald vynechéna, je
vytvofena podkladovd vrstva 404. PrestoZe podkladovd vrstva
404 Jje znazornéna Jako Jjedna vrstva, u alternativnich
provedeni tohoto vynalezu miZe podkladovd vrstva 404 sestavat
z jedné az tfi nebo vice vrstev. Podkladova vrstva 404 je
tvotena slitinovym systémem podle vyndlezu majicim vzorec Cr-
C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M;-C, kde C je obsaZen v mnozstvi nejméné
0,5 a nejvySe 20 atomarnich procent; M je obsazZen v mnoZstvi
nejméné 0,5 a nejvy3e 20 atomdrnich procent a je to prvek
vybrany ze skupiny sestdvajici z Ti, Vv, Y, 2Zr, Nb, Mo, Hf, Ta
a W; M; je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20
atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny
sestdvajici z Ti, VvV, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W, a M, je obsaZen
v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvysSe 10 atomadrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavaijici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a
Te. Podkladovd vrstva magnetického zadznamového média podle
vyndalezu rovnéZ mlZe obsahovat pridavné prvky nebo chemické
slou¢eniny. Naptfiklad podkladovad vrstva obsahujici slitinovy
systém podle vyndlezu mliZe obsahovat oxid nebo jiné sloucdeniny
napomahajici vytvareni pfiznivé struktury zrn postupné

‘nanesenych vrstev tenkych filmd.

[0032] Na podkladové vrstvé 404 mlZe byt vytvofena mezivrstva
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405. Mezivrstva 405 je zndzornéna jako jedna vrstva, av3ak u
dalsiho provedeni miZe mezivrstva 405 sestavat z jedné aZ t¥i
nebo vice vrstev. Mezivrstva 405 mGZe byt tvofena slitinou na
badzi kobaltu a mlZe také dale obsahovat p#idavné prvky nebo
slouceniny, jako napfiklad néjaky oxid, ktery napomahéa
vytvareni priznivé struktury zrn. Mezivrstva 406 miZe byt

mirné magneticka.

[0033] Na mezivrstvé 405 miZe byt vytvofena kryci vrstva 406.
Na obrazku 2 je kryci vrstva 406 zndzornéna jako jedna vrstva.
U dalsich provedeni tohoto vyndlezu mGZe kryci vrstva 405
sestavat z jedné aZ t¥i nebo vice vrstev. Kryci vrstva 406
podobné miZe byt tvofena slitinou na bazi kobaltu a maZe
zahrnovat také pridavné prvky nebo slouceniny, jako napfiklad

né&jaky oxid, ktery napomdha vytvateni priznivé struktury.

[0034] Na kryci vrstvé 406 muZe byt vytvofena vrstva 408
uhlikového lubrikantu, pric¢emZ tato vrstva lubrikantu zahrnuje
C nebo slitinu na bdazi uhliku. Vrstva 408 uhlikového
lubrikantu chrani kryci vrstvu 406 pfed poSkozenim zpisobenym
fyzickym kontaktem mezi Cteci a za&znamovou hlavou
(neznadzorn&no) a vlastni kryci vrstvou 408. U alternativniho
provedeni tohoto vyndlezu mGZe byt vrstva 408 uhlikového

lubrikantu vynechana.

[0035] Vynalez vytvari rovnéZ zpUsob vyroby materialu
rozpradovaci elektrody majici slitinové systémy reprezentované
vzorcem Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,-C. Jak bylo popsano vy3e,
praskové materialy ze sloZkovych prvk(, nebo kombinaci
slozkovych prvk, odpovidajici témto slitinovym systémim,
mohou byt smichdny za vzniku nezpevnéného preparéatu, kde C je
‘obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20 atoméarnich
procent; M Jje obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 20

atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny




17

sestavajici z Ti, Vv, Y, 2Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je obsaZen
v mnozstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 20 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestdvajici z Ti, Vv, Zr, Nb, Mo, HE,
Ta a W, a My je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvy3e 10
atomdrnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny
sestévéjici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te. Tyto prasSkové
materidly z prvk nebo jejich kombinaci jsou vybrany tak, aby
Uroven c¢istoty, sitovd velikost zrn a morfologie <&4astic
dosahovaly alespon takovych hodnot, které jsou pro materidl
rozpradovaci elektrody uc¢inné. Preparat pro rozprasovaci
elektrodu miZe byt zpevnén pomoci nap¥iklad =zhuStovani za
vzniku materidlu rozpra3ovaci elektrody, ktery miZe byt

nasledné& vytvarovan do rozpras$ovacli elektrody.

[0036] Zplsob vyroby materidlu rozpra3ovaci elektrody podle
vyndlezu zahrnuje vyb&r praskovych materidld =z prvkd, nebo
z kombinace té&chto prvkl, majicich poZadované fyzikalni a/nebo
chemické vlastnosti. Jednou vyhodou zplsobu podle vynadlezu je,
7e k wvyrobé végch kombinaci prvkt a atomdrnich obsahl
slitinovych systémd podle vyndlezu reprezentovanych vzorcem
Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M;-C mohou byt vybrany a pouZity

stechiometricky ptiznivé agregace sloZkovych prvka.

[0037] Praskové materidly jsou tedy pro poZadovany slitinovy
systém vybrany. Nap¥iklad Cr a C jsou vybrany pro slitinovy
systém Cr-C. Pra3kovy materidl z prvkd Cr, C a M je vybran pro
slitinovy systém Cr-M-C, kde M odpovidéd jakémukoliv prvku z
Ti, VvV, Y, Z%Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W. Podobné Cr, C, My a M; jsou
vybrany pro slitinovy systém Cr-M;-M,-C, kde M; odpovida
jakémukoliv prvku z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta nebo W a M
odpovida jakémukoliv prvku z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te. MaZe
byt napfiklad vybran praskovy materidl z jednotlivych prvkl
nebo kombinace prvkl, které odpovidaji dvéma nebo vice prvkim

poZzadovaného slitinového  systému. Napfiklad pro  vyrobu
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slitinového systému Cr-M-C, kde M je Mo, mohou byt jako
praskové materidly vybrany karbidy Mo-C a Cr-C ve
stechiometricky ptiznivych kombinacich. Vybér praskovych
materidld z prvkd majicich poZadované nebo predem stanovené
fyzikalni a/nebo chemické vlastnosti je odbornikim v nauce o

materidlech dobfe znamy.

[0038] Vybér praskovych materidld z prvkd majicich poZadované
fyzikalni a/nebo chemické vlastnosti rovné&Z zahrnuje vybér
praskového materidlu tak, aby jeho uroven ¢istoty dosahovala
alesponn takové hodnoty, kterd je G&innd pro materidl
rozpradovaci elektrody. U&innad troven c¢istoty se voli podle
zamy$lené rozprafovaci elektrody. Urcité aplikace tenkych
film vyZaduji vysokou urovenn c¢istoty, aby byly tyto tenké
filmy v magnetickém zdznamovém médiu ucinné. Vysokou uroven
gistoty vykazuji prasky surovych materidld prvkli, nebo
kombinace prvkd, jako jsou slitiny obsahujici karbidy nebo
uhlik popsané vy3e, tehdy, pokud maji tdroven <Cistoty rovnou
nejméné kolem 99,94 $. Ptrikladem napras$ené podkladové vrstvy
ve form& tenkého filmu majici z vysoké Cistoty prospéch je Cr-
4C, kde tato duroveli <&istoty praskovych materidld =z prvkl
odpovidad 99,98 % u Cr a 99,50 % u CrsCa. U jinych aplikaci
tenkych filmd 1lze pouZit niZ8i uroven Cistoty praskovych
materialll vCetn& napfiklad urovné Cistoty nejméné& kolem 99,90%
a nejvyde 99,93%. U né&kterych dal3ich aplikaci podkladové
vrstvy ve form& tenkého filmu mohou mit pra3kové materidly
dokonce 7jedtd nizsi turoven <¢istoty pfi zachovani u¢innosti
této vrstvy, napf¥iklad turoven d¢istoty rovnou nejméné kolem
99,85 nebo méné $ a nejvyse 99,89%. Konkrétnimi priklady
pouziti podkladové vrstvy vyZadujici tato dvé vy$e uvedena
rozmezi urovné &istoty jsou napriklad Cr-15Mo-4C a Cr-20Mo-6C,
‘kde tyto urovnd& &istoty pradkovych materiald prvkd odpovidaji

99,98 % Cr, 99,90 & Mo a 99,5 % Mo,C.
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[0039] Dalsim kritériem pro vybér prés3kovych materidld z prvka
pro slitinovy systém podle vyndlezu miZe byt vaér podle
sitové wvelikosti zrn G¢inné pro materidl rozprasovaci
elektrody. U&innd sitovid velikost zrn se zvoli napfiklad na
zdakladé mnozZstvi prasku ve smési preparatu, které odpovida
atomérhimu obsahu prvku slitinového systému v preparéatu.
U&inna sitova velikost zrn miZe byt vybrédna rovné&Z na zakladé
nebo 1 na zakladé jinych fyzikdlnich a/nebo chemickych
vlastnosti, jako Jje velikost atomu prvku nebo prvkd

slitinového systému, ktery je konecnym produktem.

[0040] Sitova velikost zrn miZe byt vybrdna rovn&Z na zikladé
jinych faktorl a =zahrnuje napfiklad posouzeni atomérnich
obsaht S ohledem na vytvafeni homogennich  pra3kovych
preparatli. Napfiklad men3i atomarni obsah praSkového materidlu
vyZzaduje vét3i péc¢i pfi miseni s ostatnimi praskovymi
materidly preparatu, aby vznikl homogenni pebo v podstaté
homogenni preparat. Jemné&j$i sitové velikosti zrn pro M, M,
M, a/nebo C mohoq byt zvoleny pro tyto sloZky slitinového
systému podle vynalezu, aby se dosdhlo vé&t3i stejnorodosti
a/nebo optimalné&jdiho rozloZeni v celém materidlu rozpraSovaci
elektrody. Sitova velikost =zrn miZe byt nastavena tak, aby
odpovidala konkrétné pouzitému zpusobu michéni, a to tak, Ze
se zvoli rGzné prvky patfici do podobné skupiny prvka pro
slitinové systémy podle vynalezu, aby se dosdhlo homogenity
praskového preparadtu. Dalsim faktorem je aktivace zmén faze
priznivych pro slitinovy systém. Men3i sitové velikosti zrn,
napifiklad =zpusobené uhlikem, mohou mit za nésledek Zadouci
aktivaci zmén faze, a proto se pro urcity konkrétni slitinovy
systém podle vynalezu zvoli jako uc¢inné sitové velikosti zrn.
Pfikladné sitové velikosti zrn pro praskové materidly z prvkl
pro slitinovy systém Cr-M-C, kde M odpovida Mo, jsou 100 mesh
pro Cr, 325 mesh pro Mo a 325 mesh pro karbid.
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(0041} Dale mGZe byt vybér praskovych materidld prvkd pro
slitinovy systém podle vynalezu zaloZen na morfologii &astic
u¢inné pro materidl rozpraSovaci elektrody. Tvar &astic
praskovych prvka, karbidd nebo hlavnich slitin obsahujicich
nebo uhlik, ktery je U¢inny pro rozpraSovaci elektrodu, miZe
byt volen na zakladé poZadovaného zhustovaciho procesu, ktery
ma byt pfi vyrobé rozpraSovaci elektrody pouZit. Naptiklad ma-
li byt pro zhu3tovani pouZito izostatické lisovani za tepla
(HIP), mohou castice préaskovych materidlt vykazovat hrubou
sitovou velikost zrn. Hrubou sitovou velikosti zrn pfedstavuje
napriklad 100 mesh. Alternativné pokud m& byt pouZita
beztlakovd zhuStovaci metoda, je pro uplné sintrovani a
dosaZeni aZz 100% hustoty u slitinového systému podlé vynalezu
pfinosem vybér jemnéjsi velikosti Ca&stic. Nizkotlaké a
nizkoteplotni zptsoby zhu3tovani =zahrnuji napriklad pradkové
lisovdni za studena a sintrovani. Pro tyto metody zhu$tovani

je napriklad pouzZitelnd velikost c¢astic 325 mesh.

[0042] VySe uvedené prasSkové materialy z prvka, vcetné jejich
kombinaci, jako Jjsou slitiny obsahujici karbidy nebo uhlik,
mohou byt vyrobeny jakymkoliv z rlGznych chemickych a
fyzikalnich metod, které jsou dobfe znamé z dosavadﬁiho stavu
techniky v oblasti nauky o materidlech. Vy3Se uvedené praskové
materialy z prvkd, véetné jejich kombinaci, jako jsou slitiny

obsahujici karbidy nebo uhlik, mohou byt vyrobeny rovnéZ

o

jakymkoliv z raznych procesq, které Jjsou dobfe znam
z dosavadniho stavu techniky v oblasti nauky o materi&lech.
Obzv1asté uZiteCnymi vyrobni postupy Jjsou atomizac¢ni metody,
které mohou vytvaret préaskové materidly vykazujici vyhodné
vlastnosti, jako naptiklad stejnomé&rnou chemickou homogenitu a
kulovy tvar ¢&astic , coZ prispivd k zlep3enému zhu3tovani,
pokud jsou ke zhuitovani pouZity vysokotlaké a vysokoteplotni

procesy.
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[0043] Dalsi alternativou pro vyrobu chromovych slitin

obsahujicich uhlik je pouZiti ptedslitinového pradku chromu a
uhliku. Tato surovina miZe byt pfipravena naptiklad tavenim a
U nésledujiciho p#ikladu byla

99,98 % 99,9 %

tento

atomizaci hlavni slitiny Cr-C.

vakuovou indukci tavena vsazka Cr spolu s

vloc¢kami. PoZadovana kompozice pro

kde C Ije
Cr-14cC.

grafitovymi
pFfedslitinovy materidl byla kombinace prvka Cr-C,
14 atomarnich procent, neboli

byla

pritomen v mnoZstvi

Roztavend slitina poté atomizovdna plynem pomoci

vysokotlaké argonové trysky do jemnych kapicek, které postupné

ztuhly do kulovitych ¢astic. Typickd mikrostruktura timto

zpisobem ztuhlého prasku je zndzornéna na obrazku 3, coi Je

radkovaci elektronovy mikrosnimek (SEM) pofizeny v reZimu

zpétného rozptylu obrazu. Tento mikrosnimek ukazuije

mikrostrukturu na prOfezu ¢astic prasdku.

[0044] kombinace prvkl Cr-14C Jje tvorena

rovnomérné rozloZenymi <&asticemi karbidu o wvelikosti 1-2 um

Mikrostruktura

(3ipky) uvnitt chromové matrice. Chemické

sloZeni tohoto pras3ku je uvedeno v nasledujici tabulce:

supernasycené

Ca
ppm

Fe
ppm

Mn
ppm

Ni
ppm

Si
ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

64

186

81

46
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[0045] z prvkd, nebo jejich kombinaci,

které Jsou sloZkami

Praskové materialy

slitinového systému podle vynalezu, se

smichaji za vzniku prepardtu pro rozpraSovaci elektrodu Tyto

prasdkové prvky, nebo jejich kombinace, byly vybrany tak, aby

mé&ly u¢innou uroved Cistoty, sitovd velikost zrn a morfologii
aby se

Cr-M-C

¢astic. Préasky se michaji v mnoZstvich zvolenych tak,
ve slitinovém systému dosdhlo atomarniho sloZeni Cr-C,

nebo Cr-M;-M,-C, kde C je obsaZen v mnozstvi nejméné 0,5 a
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nejvySe 20 atomdrnich procent; M je obsaZen v mnoZstvi nejméné
0,5 a nejvySe 20 atomdrnich procent a Jje to prvek vybrany ze
skupiny sestavajici z Ti, V, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je
obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20 atomdrnich procent
a je to prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Ti, V, Zr, Nb,
Mo, Hf, Ta a W, a M, je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a
nejvySe 10 atomarnich procent a je to prvek vybrany ze skupiny
sestdvajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te. Michani prasSkovych
materialt z prvkd, nebo jejich kombinaci, zahrnuje miseni nebo
smichavani sloZkovych praskovych materidld za ucelem vytvofeni
homogenniho nebo v podstaté homogenniho pré&Skového preparéatu.
Pokud se tyka vyroby sloZek pra3kového materidlu slitinového
systému, mohou byt tyto slitinové preparaty rovné: vytvofeny
za pouZiti jakéhokoliv =z rlznych chemickych a fyzikalnich
metod, které jsou dobfe znadmé z dosavadniho stavu techniky v
oblasti nauky o materidlech, v&etné& napfiklad vyroby pomoci
atomiza&nich metod, aby se dosdhlo pfiznivé homogenity a
morfologie slitinového prepardtu. Ke smichadvédni préaskovych
materidlt a/nebo k dosaZeni homogenni smé&si mohou byt pouZity

i jiné metody dobfe znamé odbornikim v nauce o materialech.

[0046] Vyb&rem praskovych materidlt =z prvki, nebo Jjejich
kombinaci prvkh, tak aby uroveil ¢istoty, sitova velikost zrn a
morfologie &astic dosahovaly alesponi takovych hodnot, které
jsou U&inné pro materidl rozpraSovaci elektrody obsahujici
slitinovy systém Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M;-C, jak je popsano
vy$e, a smichidnim té&chto praskovych materidld se vyrobi
praskovy preparat obsahujici tyto prvky v atomarnim sloZeni
vybraného slitinového systému. Tento praskovy preparat miiZze
byt uskladné&n pro pozdé&j3i pouziti v postupech, které jsou
dobte znamé z dosavadniho stavu techniky v oblasti nauky o
materiadlech, nebo miZe byt ihned pouZit pro vyrobu materialu

rozpradovaci elektrody tvofeného vybranym slitinovym systémem.
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[0047] Material rozpraSovaci elektrody mhZe byt vyroben
zhu3tovacimi metodami, u nichZ se hmota prasku vytvaruje do
tvaru nebo "konzervy”, potom se zpevni za vzniku
metalurgickych vazeb mezi <¢asticemi. U konkrétniho ptikladu
zhudtovani za pouZiti izostatického lisovani za tepla (HIP),
se elementdrni materidly smichaji za vzniku homogenni smési,
prasdky se zapouzdfi v kovovém kontejneru a z tohoto kontejneru
se vy&erpd plyn, aby se zamezilo kontaminaci materiald
jakymkoliv zbytkovym plynem. V kontejneru se provede
izostatické lisovani za tepla, pfi némZ se do nadoby pfivede
teplo a izostaticky tlak, ¢imZ se praSek zpevni, pticemZ se
volny prasek preméni na zhu3ténou hmotu zndmou jako "HIP'ed
can”. Tento ”“HIP'’ed can” miZe byt poté rozfezadn za ulelem
vytvoteni vé&tZiho pocltu polotovard rozpra3ovacich elektrod a
polotovary elektrod mohou byt opracovany do néjakého vhodného
tvaru, ktery miZe byt kulaty, pravoihly, nebo polygonalni.
Jakmile je tvarovani dokon&eno, mohou byt rozpraSovaci
elektrody uloZeny na rovnou plochu a leStény bruskou nebo

obrudovany.

[0048] Obrazky 4 predstavuji typickou mikrostrukturu materialu
rozprasovaci elektrody se slitinovym systémem majicim vzorec
Cr-C. Obrézek 5 predstavuje typickou mikrostrukturu materialu
rozpra$ovaci elektrody se slitinovym systémem majicim vzorec
Cr-M-C, kde M je Mo. Jak u slitinového systému Cr-C, tak u
slitinového systému Cr-M-C, byl C vnesen do preparatu pro
rozprafovaci elektrody s pouZitim karbidu Cr karbidu Mo.
Konkrétné obrazek 4 predstavuje tadkovaci elektronovy
mikrosnimek (SEM) znazorinujici distribuci karbidové faze ve
slitiné Cr-C vyrobené zpevnénim praskovych materidld
obsahujicich Cr a Cr,C. Obrazek 5 predstavuje SEM znazoriujici
distribuci karbidové faze ve slitin& Cr-M-C, kde M je tvofen
Mo, vyrobené zpevné&nim praskovych materidli obsahujicich Cr,

Mo a Mo,C.
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[0049] PrestoZe vynalez byl popsédn s odkazem na vySe
rozebrand provedeni, odbornici v oboru bude z¥ejmé, Ze tyto
konkrétni ptriklady a poznatky podrobné popsané vy3e jsou pouze
ilustraci vynalezu. Tyto priklady je tfeba chéapat tak, Ze lze
provést riizné jejich zmény, aniZ by do3lo k odchyleni se od
duchu va rozsahu vyndlezu. Proto vyndlez Jje omezen pouze

nasledujicimi naroky.
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PATENTOVE NAROKY

1. Materidl rozpraSovaci elektrody majici slitinovy

systém obsahujici Cr-C, Cr-M-C nebo Cr-M;-M,;-C, vyznacujici se

tim, Ze C Jje obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20

atomdrnich procent; M je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a

nejvySe 20 atomarnich procent a je to prvek vybrany ze skupiny

sestavajici z Ti, VvV, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W; M; je obsaZen

v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 20 atomadrnich procent a je to
Nb, Mo, HEf,

prvek vybrany ze skupiny sestévajici z Ti, V, Z2r,

Ta a W, a M, je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvySe 10
atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny
sestéavajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a Te

2. Materidl rozpra$ovaci elektrody podle naroku 1,

vyznadujici se tim, Ze C je dale obsaZen v mnoZstvi nejméné

1,0 a nejvy3e 10 atomarnich procent.

3. Materi&l rozpradovaci elektrody podle naroku 1,

vyznacujici se tim, Ze C je dale obsaZen v mnoZstvi nejméné

1,5 a nejvy3e 8 atomarnich procent.

4. Material rozpraSovaci elektrody podle naroku 1,
vyznadujici se tim, Ze M je tvofen Mo.

5. Material rozpraSovaci elektrody podle naroku 4,
vyznadujici se tim, Ze uvedeny slitinovy systém je vybrany ze
skupiny sestavajici z Cr-20Mo-6C, Cr—20Mo-2C, Cr-6Mo-4C, Cr-
20Mo~-4C a Cr-6Mo-2C.

6. Materidl rozprasovaci elektrody podle néroku 1,

Ye uvedeny slitinovy systém je vybrany ze

Cr~15W-5C, Cr-20Mo-2Ti-2C

vyznacujici se tim,
skupiny sestéavajici z Cr-4C, a Cr-

20Mo-2Ta-2C.
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7. Magnetické zaznamové médium obsahujici substrat a
alesponn néjakou podkladovou vrstvou, pticemZ tato podkladova
vrstva ma slitinovy systém obsahujici Cr-C, Cr-M-C a Cr-M;-M,-
C, vyznaCujici se tim, Ze C je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5
a nejvySe 20 atomarnich procent; M Jje obsaZen v mnoZstvi
nejméné& 0,5 a nejvy3e 20 atomdrnich procent a je to prvek
vybrany ze skupiny sestavajici z Ti, Vv, Y, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta
a W; M; je obsaZen v mnozstvi nejméné 0,5 a nejvyse 20
atomarnich procent a Jje to prvek vybrany ze skupiny
sestavajici z Ti, V, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta a W, a M; je obsaZen Vv
mnoZstvi nejménd 0,5 a nejvyse 10 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a

Te.

8. Magnetické zaznamové médium podle naroku 7,
vyznadujici se tim, Ze C je dale obsaZen v mnoZstvi nejméné

1,0 a nejvySe 10 atomdrnich procent.

9. Magnetické zaznamové médium podle naroku 7,
vyznadujici se tim, Ze C je dale obsaZen v mnoZstvi nejméné

1,5 a nejvy3e 8 atomarnich procent.

10. Magnetické zdznamové médium podle naroku 7,

vyznac¢ujici se tim, Ze M je tvofen Mo.

11. Magnetické zdznamové médium podle naroku 10,
vyznadujici se tim, Ze uvedeny slitinovy systém Je vybrany ze
skupiny sestavajici z Cr-20Mo-6C, Cr-20Mo-2C, Cr-6Mo—-4C, Cr-
20Mo-4C a Cr-6Mo-2C.

12. Materidl rozpradovaci elektrody podle naroku 7,
vyznad¢ujici se tim, Ze uvedeny slitinovy systém je vybrany ze
skupiny sestavajici z Cr-4C, Cr-15W-5C, Cr-20Mo-2Ti-2C a Cr-
20Mo-2Ta~-2C.
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13. Zplasob vyroby materialu rozprasSovaci elektrody,

zahrnujici:
(a)

pro slitinovy systém obsahujici Cr-C,

vybé&r pradkovych materidld z prvkd, nebo kombinace

prvki, Cr-M-C nebo Cr-

M;-M,~-C,

se tim, Ze C Jje obsaZen v mnozstvi

a nejvySe 20 atomarnich procent;

vyznacujici

nejméné 0,5 M je obsaZen

v mnoZstvi nejmén& 0,5 a nejvySe 20 atomarnich procent a je to

prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Ti, V, Y, Zr, Nb, Mo,

Hf, Ta a W; M; je obsaZen v mnoZstvi nejméné 0,5 a nejvyse 20

a to prvek vybrany ‘ze skupiny

HE,

je

Nb,

atomdrnich procent

sestavajici z Ti, V, Zr, Mo, Ta a W, a M; je obsaZen

v mnoZstvi nejmén& 0,5 a nejvy3e 10 atomdrnich procent a je to
prvek vybrany ze skupiny sestavajici z Li, Mg, Al, Sc, Mn, Y a
Te, a

pridem# tyto prasdkové materidly jsou vybrany tak,
sitova velikost zrn a morfologie ¢&astic

aby udroven cistoty,

dosahovaly alespoini takovych hodnot, které jsou pro materidl

rozprasovaci elektrody ucinné, a
(b)

téchto vybranych praskovych materidld z

tak,

smichani

nebo aby vznikl nezpevnény

prvka, jejich kombinaci
preparat pro uvedeny slitinovy systém, a

(c)

materidlu rozpra3ovaci elektrody.

zhusdtovani tohoto nezpevné&ného prepardtu za vzniku

14. Zpusob podle naroku 13, vyznacujici se tim, Ze C je

G

dale obsazen v mnoZstvi nejméné& 1,0 a nejvy3e 10 atomarnich
procent.
se tim, Ze C

15. vyznacujici

dédle je obsaZen v mnoZstvi nejméné 1,5 a nejvySe 8 atomarnich

Zpusob podle néroku 13,

‘procent.
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16. Zplsob podle ndroku 13, vyznacujici se tim, Ze M je

tvofen Mo.

17. 2Zplsob podle naroku 16, vyznacujici se tim, Ze
uvedeny slitinovy systém je vybrany ze skupiny sestavajici

z Cr-20Mo-6C, Cr-20Mo-2C, Cr-6Mo-4C, Cr-20Mo-4C a Cr-6Mo-2C.

18. Zptsob podle naroku 13, vyznacujici se tim, Ze
uvedeny slitinovy systém Jje vybrany =ze skupiny sestévajici

z Cr-4C, Cr-15W-5C, Cr-20Mo-2Ti-2C a Cr-20Mo-2Ta-2C.

19. Zpasob podle naroku 13, wvyznacujici se tim, Ze

uvedenad kombinace prvk obsahuje chromovou slitinu.

20. ZpGsob podle naroku 19, vyznacujici se tim, Ze

uvedena chromova slitina obsahuje karbid chromu.

21. ZpGsob podle naroku 13, vyznatujici se tim, Ze
uvedend kombinace prvkll obsahuje hlavni slitinu obsahujici

karbid nebo uhlik.

22. zZpGsob podle naroku 13, vyznacCujici se tim, Ze
uvedena hlavni slitina obsahujici karbid nebo uhlik je vybrana
ze skupiny sestavajici z Ti-C, v-C, Y-C, Zr-C, Nb-C, Mo-C, Hf-
c, Ta-C a W-C, Li-C, Mg-C, Al-C, Sc-C, Mn-C, Y-C a Te-C.
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